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Nazwa przedmiotu
(jez. polski i angielski)

Wspodtczesne Technologie Pétprzewodnikowe — Wyzwania
Zintegrowanej Elektroniki i Fotoniki (WTP)

Modern Semiconductor Technologies — Challenges of
Integrated Electronics and Photonics

Liczba punktéow ECTS

Proponowana liczba punktéw: 2 ECTS

Osoby prowadzgce Tytut naukowy | Imie i nazwisko Katedra / Instytut/
Centrum/ Inne
dr hab. inz. Robert . Wydzg’r Elektroniki i
Mroczynski Technik
Informacyjnych,
Instytut
Mikroelektroniki i
Optoelektroniki, PW
Osoba odpowiedzialna za j.w.
przedmiot
Semestr studiow Letni 2023
Typ przedmiotu F

(mozliwosci wyboru)
obowigzkowy O
fakultatywny F

Wymagania wstepne

Kurs bedzie przygotowany w taki sposdb, aby mogli w nim
uczestniczy¢ studenci na roznym etapie studiow rdéznych
specjalnosci. Bardziej specyficzne zagadnienia bedg
przedstawiane i omawiane w trakcie wykfadu. W
zrozumieniu tresci przedstawianych w trakcie wyktadow
moze by¢ pomocna podstawowa wiedza z zakresu
elektroniki, fotoniki, chemii lub inzynierii materiatowe;.

Poziom przedmiotu
Podstawowy P
Sredniozaawansowany $
Zaawansowany Z

7

S

Charakter zajec, liczba godzin w

semestrze, liczba godzin w

1) W
2) W-2
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tygodniu. 3) W-15

1) podac rodzaj prowadzonych zaje¢
dla danego przedmiotu: wyktady
(W); éwiczenia (€); laboratorium (L);
projekt (P)

2)podac liczbe godzin w tygodniu np.
W-2;C-2;L-3;P-0

3) podac liczbe godzin w semestrze
np. W-30; C-30;L-45;P-0

Sugerowana liczba godzin pracy | 35 (15 godz. praca samodzielna + 20 godz. przygotowanie

wiasnej projektu)

Catkowita liczba godzin: 50

Aspekty miedzynarodowe n/d

(jesli sa)

Jezyk wyktadowy polski

Cel przedmiotu Student po realizacji przedmiotu bedzie:

e posiadat Sredniozaawansowang wiedze z zakresu
metod wytwarzania oraz typdw nowoczesnych
przyrzgdow elektronicznych i fotonicznych;

e potrafit sklasyfikowac podstawowe metody i techniki
integracji  przyrzadéw, uktadow i systemoéw
elektronicznych i fotonicznych;

e potrafit pracowa¢ w grupie, przyporzadkowywad
poszczegdlnym cztonkom zespotu role oraz zakres
obowigzkdédw w trakcie rozwigzywania problemdéw
technicznych, zabiera¢ krytyczny gtos w dyskusji,
przedstawia¢é na forum uzyskang wiedze oraz
oceniac efekty pracy innych studentéw.

Tresc przedmiotu

1.

Woprowadzenie (pojecie , Integracja” w kontekscie przyrzgdéw elektronicznych i fotonicznych,
rys historyczny i rozwdj technologii przyrzadéow pétprzewodnikowych dla elektroniki i
fotoniki, granice i bariery rozwoju oraz prognozy, pojecia: ,skalowanie”, ,,More Moore”,
,More than Moore” i ,beyond CMOS/Si”, nowe technologie, nowe materiaty, nowe
architektury przyrzadow, rynek przyrzadow elektronicznych i fotonicznych, perspektywy
rozwoju na S$wiecie i w Polsce, warunki wytwarzania przyrzagdow elektronicznych i
fotonicznych)

Podstawowe materiaty i procesy technologii podtprzewodnikowej (materiaty
wykorzystywane do wytwarzania elementow oraz przyrzadow elektronicznych i fotonicznych,
podstawowa klasyfikacja metod wytwarzania, uwarunkowania stosowalnosci tych metod)
Uktady scalone (klasyczne technologie planarne oraz ich ,booster’y”, ekstremalne
technologie MOS/MIS — ,fin-FET”, UTB-SOI, Gate-All-Around (GAA), klasyfikacja, zalety
technologii, ograniczenia, poréwnanie do klasycznych technologii planarnych i innych
stosowanych wspdtczesnie w produkcji uktadéw scalonych)

Przyrzady i uktady fotoniki zintegrowanej (przyrzady platformy krzemowej (Si) oraz fosforku
indu (InP), podstawowe elementy pasywne i aktywne, podstawowe procesy technologiczne,
metody integracji z uktadami elektroniki pétprzewodnikowej)

Przyrzagdy MOEMS — technologia hybrydowa (klasyfikacja i podziat przyrzadéw, podstawowe
bloki i elementy mikromechaniczne i elektrooptyczne, podstawowe technologie i metody
obrébki powierzchniowej i objetosciowej materiatdw, przyktady sekwencji technologicznych,
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wspotczesne aplikacje przyrzadow)
6. Przyrzady neuromorficzne i komputery kwantowe
7. Projekt

Spis zalecanych lektur

LP. Autor, Tytut, Wydawnictwo,

1. R. Doering, Y. Nishi, "Handbook of Semiconductor Manufacturing Technology", CRC Press
(2008)

2. G.T. Reed, A.P. Knights, “Silicon Photonics: an introduction”, J. Wiley & Sons Inc. (2004)

3. J. Ruzyllo, “Guide to Semiconductor Engineering”, World Scientific (2020)

4. D. Serpanos, M. Wolf, “Internet-Of-things (loT) Systems”, Springer (2018)

Metody oceny Zaliczenie przedmiotu bedzie przeprowadzone na podstawie ocen
(ocena, uzyskanych z projektu. Projekt bedzie miat charakter grupowy.
egz. pisemny, egz. ustny, Studenci bedzie podzieleni na grupy kilkuosobowe. Zadaniem
projekt) studentéw bedzie przygotowanie krétkich referatéw w formie
prezentacji zwigzanych z problemami i wyzwaniami wspoétczesnych
technologii przyrzadow elektronicznych i fotonicznych. Tresc

prezentacji moze nawigzywac do tematyki zagadnien dyplomowych
lub kierunkédw studidw uczestnikéw kursu. Forma realizacji i
prezentacji projektu bedzie dowolna.

Uwagi dodatkowe Zajecia odbedg sie, jezeli zapisze sie co najmniej 15 osdb. Przedmiot
moze by¢ zaliczony finalnie jedynie ocena.

Tabela 1. Efekty ksztatcenia

Numer . . . . ) Sposoéb weryfikacji
(symbol) Efekty ksztatcenia stuchacza, ktéry zaliczyt przedmiot, potrafi osiagniecia efektu

WIEDZA

Ma uporzadkowang, podbudowang teoretycznie wiedze
w zakresie fizyki potprzewodnikbw oraz materiatow i
elementéw elektronicznych i fotonicznych na poziomie
Sredniozaawansowanym.

WTP_W1 Projekt

Orientuje sie w obecnym stanie oraz najnowszych
WTP_W2 trendach rozwojowych elektroniki [ fotoniki Projekt
potprzewodnikowej.

UMIEJETNOSCI

Potrafi pozyskiwa¢ informacje z literatury, baz danych
oraz innych zrodet, takze w jezyku angielskim; potrafi
WTP_U1 integrowa¢ uzyskane informacje, dokonywa¢ ich | Projekt + Wyktad
interpretacji, a takze wycigga¢ wnioski oraz formutowac i
uzasadniac opinie.

Potrafi przygotowac i przedstawi¢ w jezyku polskim i
WTP_U2 jezyku angielskim prezentacije ustng, dotyczacg | Projekt + Wykfad
szczegotowych zagadnien z zakresu elektroniki i fotoniki.

Potrafi oceni¢ przydatnos¢ i mozliwos¢ wykorzystania

WTP_U3 nowych technologii w zakresie elektroniki i fotoniki oraz | Projekt + Wykfad
ich zastosowan w zyciu spoteczno-gospodarczym.
WTP_U4 Potrafi przy formutowaniu i rozwigzywaniu zadan Projekt + Wyklad

inzynierskich — integrowa¢ wiedze z zakresu elektroniki,
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Numer

Sposéb weryfikacji

(symbol) Efekty ksztatcenia stuchacza, ktéry zaliczyt przedmiot, potrafi osiagniecia efektu
fotoniki i nanotechnologii.
KOMPETENCJE
WTP_K1 Rozumie konieczno$¢ dalszego samoksztatcenia Projekt + Wyktad
WTP_K2 P_ot_rafl. wspotdziataC i pracowa¢ w grupie, przyjmujac w Projekt
niej rozne role.
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